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１． 概要（Summary） 
 低温排熱の回収に向けたフレキシブル熱電デバイス作

製のため、n 型グラフェンを作る必要がある。今回グラフ

ェンへの K ドーピングを目指し CVD 法で合成した二

層グラフェン膜に K 浸漬ドープを行った。ラマン分光法

を用いた解析では、KOH 処理をすることでドープの兆

候を示すことが分かっている。その後 SiO2/Si 基板に転

写し、リソグラフィー法を用いてグラフェンをチャネルとした

ホールバー素子を作製した。このホールバーを用いてグ

ラフェンの電子輸送特性を測定することで K ドーピング

を調査した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
液体窒素プローバーシステム 
【実験方法】 

試料をセットし、真空引きを 1 時間行った。その後、 
200℃ でアニール処理を 1 時間行った後、真空引きを 
16 時間行った。測定は、バイアス 0.1 V バックゲートを、

-20 V～20 V ステップ 0.2 V で測定した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
測定結果を Fig. 1 に示す。さらにキャリア移動度の計

算を行った。この結果を Table 1 に示す。K 処理によっ

てディラック点のシフトが確認できる。また、ドープ処理に

よってキャリア移動度の低下は見られなかった。 
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Fig.1 Typical Rs-VGS characteristics of 
bilayer and K dope graphene. 

Table 1 Carrier mobility 


